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Т–х простір системи Ag–Ge–Se вивчався в [1,2]. Дискусія стосовно 
умов формування сполуки Ag2GeSe3 на даний час не завершена [3,4]. 
Мета роботи: методом ерс, з використанням гальванічних елемен-
тів структури C|Ag|AgI|скло Ag2GeS3|B|C (С – графіт, 
AgI|скло Ag2GeS3 – іоноселективна мембрана, В – трифазні сплави до-
сліджуваної системи) дослідити умови формування Ag2GeSe3; встано-
вити фазовий спосіб поділу концентраційного трикутника Ag–Ge–Se. 
Відповіді отримані з аналізу температурних залежностей ЕРС галь-
ванічних елементів. Сполука Ag2GeSe3 не утворюється в умовах ваку-
умного ампульного синтезу. Причиною є недостатня енергія теплових 
коливань атомів (груп атомів) для подолання потенціального бар’єру 
утворення нової фази. Умови формування Ag2GeSe3 досягаються без-
посередньо в електродах В,  при розряді гальванічних елементів через 
зовнішнє навантаження R. Триангуляцію системи Ag–Ge–Se в інтер-
валі 300–600 К здійснюють лінії двохфазних рівноваг: між Ag8GeSe6 
та Ag, Ge, Se, GeSe, Ag2GeSe3, Ag2Se; між Ag2GeSe3 та Se, GeSe, 
GeSe2. 
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